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MBMORIA DESCRIPTIVA DE LA PATENTF DE INTRODUGCION QUE SE Soy1 losdy
CITA POR DIFZ ANOS POR "UN PROCEDIMIBNTO PARA FABRIGAR CHAPAS = ...
DE SELFNIO O -BISMUTO PARA RECTIFICADORES SECOS" a favor de don

'JOSE MARIA GATLANTE TEJON,de nacionalidad EbPAﬁOIs,residente en -

5 MADRID, calle de BRAVO MUHILLO,numero 3b5 1 g 0 82 6

Dado que la mayorfia de la energfa eléctricakse»distr;buye y sud
: "nistra hoy en forma de gorriente alterna y que en detepminadas
aﬁlieaciones(industrias\quimicas;earga de batérias,alimentacién'
de védlvulas etc)se precisé‘en forma de corriente continua sé
10 comprAnde la ﬁtilidad de los sistemas encargados de rectificar
la corriente,Actualmente se empiean para este fin:

| A.-TLos sistemas dinfmicos(conmutatrices o grupos convertido-
resjde mal rendimiento,diffcil entretenimiento ¥ sujetos al gra

 nfimero de averias meclnicas de los sistemas mBviles, |

15 B.~Yas vélvulas de alto vacio,de escasa potqncié,mal rendimien~
to y corta vida.

Ce-las vilvulad de vapor de mercurio, insustituibles para las
grandes terisiones y potencias, son de hal rendimiento a baja ten'
sibn, _

20 De~Los rectificadores secos de éontactoavxmperfeqtob,da gran
uxilidad'péra las medias y peguefias potencilas,por su rendimien-
to,dureza y sencillez ds entrﬂtenimienfo. )

Un rectitieador seco esthd formado ror dos medios conductofé&‘
separado por una substancia semi-conductora,El contacto de uno
25de Los conductores con las substancias seml-conductoras es’ per-

" feoto,mientras que el otro contacto estd originado por gran nf-
mero de finas agujaé cristalinas de la materia semi-cohductbra_
que tocan al conductor.Este ultimo contacto es i&perfecto y 158
electrones(dentro de ciertos limites de tenslon)son capaces

304e yasar a travez de €1 solamsnte en un sentldo.lbta es la .
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zn nuéstro caso €l conductor queé regliza el contacto perfec=-
to es una'chapa-météiica sobre la qﬁe se deposita el medin
'semi—conductor’én formé de fina capa de selenio o bismutdk
mefélicos.Sobre esta'se co;oea el otro medio conduétor épns-
‘tituido por una peifcula de metal, | '
ILa cépa'de selenio o bismuto precisa un delicado tratamiento
térmico para conseguir 1la formacidn de los oristales conduc-
tores, '

NOTA REIVINDICATORIA
1¢,-Un procedimiento para fabricar chapas de selenio o bismu-
té'para rectificadores secos,caracterizado por qneysé toma unem
chapa metélica se'troqueia 0 corta a las dimensiones deaeadas‘
{que depende de 1la infehsidad que de desee conseguir),se ¢e~.v
posita sobre ella una capa de selenio o bismuto(cuyb‘espesor
depende del valor de la resistencia que se desea obtener‘tan-_
to en‘un sentido como en otro),se realiza un frensado,que
combinado con una‘elevacién‘ligera de teuperatura aéegura
la,adhareneia del selenio o bismuto a la chapa y se somete el
conjunto a un tratamiento t€rmico para hacer pasar parte de

estos metaloides al estado alotrépico metélico.

22,-FL migmo procedimiento de la preivindicacidn anterior ca-

racterizado por que,se deposita una capa metalica sobre la cam

libre del metaloide por pintura o ‘metalizado a fuego o pls—
tola, » .

3¢,-Un procedimiento para fabrlcar chapas de ‘selenio o bismuto
para reotificadores secos.

_Consta esta memoria de Dos hojas foliadas y escritas por una

801& carsae.

Madrid 13 ge Diciembre de 1,949
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